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１．概要（Summary） 

低温成長 GaAs 系混晶半導体は光伝導アンテナ

(PCA) への応用が期待されている。PCA 用材料として

従来から使用されてきた低温成長 GaAs は高抵抗、短キ

ャリア寿命、高移動度の 3 つの特性を有していると報告さ

れている[1]。今回、新たに着手した低温成長 GaAs 系混

晶半導体がそれらの特性を有しているかを調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  ホール効果測定装置 

【実験方法】 

 試料は分子線エピタキシー法を用いて低温で成長した。

ホール効果測定のため、低温成長 GaAs 系混晶半導体

の表面上に Fig. 1 のようにオーミック電極を 4 つ形成し

た。この時の電極材料は In・Snはんだである。 

 

Fig. 1: Electrodes formed on sample surface. 

電極を形成した後に電流電圧 (I-V) 測定を行い、オーミ

ック接触になっていることを確認した。Fig. 2 にその結果

を示す。 

 

Fig. 2: I-V characteristic of the sample. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 熱処理前の試料のホール効果測定の結果を Table. 1

に示す。 

Table. 1 One of a result of hall effect measurements 

 

これより、今回成長した低温成長 GaAs 系混晶は、低い

抵抗率と低い移動度を有し、多数キャリアが電子であるこ

とからホール係数がマイナスの値を示していることがわか

る。これらの値は、熱処理前の低温成長GaAsのものと類

似の値である[2,3]。よって、アンチサイト As の欠陥準位

を介してホッピング伝導が引き起こされていることが考え

られる。 

 今後は当該半導体の成長条件の最適化を行い、概要

に記した 3 つの特性が得られるように混晶の組成等を調

整することを計画している。 
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